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ABSTRAK

Poli (3-Tiofena Asid Asetik) (P3TAA) adalah polimer bérpengalir yang bersifat
semikonduktor. Kajian ini mengkaji pencirian elektrik bagi simpang p-n terhadap filem
nipis polimer berpengalir. Secara jelasnya, pencirian optik, nilai kekonduksian, pencirian
lengkung I-V, serta pencirian morfologi dikaji dalam kajian ini. Peranti ITO/P3TAA/AI
juga dihasilkan dalam kajian ini. Filem nipis P3TAA dihasilkan menggunakan alat
penyalut berputar. Pengimbas Mikroskop Elektron (SEM) digunakan untuk melihat
morfologi permukaan filem nipis P3TAA. Nilai serapan optik bagi P3TAA dikesan
menggunakan spektrofotometer. Alat penduga empat titik digunakan untuk mendapatkan
nilai arus dan voltan bagi menentukan nilai kekonduksian. Lengkung I-V peranti
ITO/P3TAA/AI diperolehi menggunakan alat pengukuran keelektrikan. Ketebalan filem
nipis P3TAA adalah (0.945 + 0.110) nm. Morfologi permukaan filem nipis adalah tidak
sekata kerana terdapat mendakan dalam lapisan filem nipis itu. Mendakan itu adalah
serbuk P3TAA yang tidak larut dengan sempuna dalam larutan klorofom. Didapati
P3TAA menyerap cahaya maksimum pada panjang gelombang 279 nm iaitu julat
panjang gelombang bagi cahaya ultra ungu. Nilai purata jurang tenaga, £, bagi polimer
P3TAA adalah 4.19 eV. Nilai kekonduksian P3TAA adalah 84.438 x 10° Sm™. Bentuk
lengkung [-V tidak unggul diperolehi. Namun begitu, peranti ini masih bersifat
semikonduktor dan sentuhan ohmik. Secara keseluruhan, peranti ITO/P3TAA/Al dapat

menunjukkan sifat semikonduktor dalam bentuk filem nipis P3TAA.
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ABSTRACT

Poly (3-Thiophene Acetic Acid) (P3TAA) is a conducting pdlymer which shows the
characteristics of a semiconductor. This research is focus on electrical characterization of
p-n junction towards conducting polymer thin film. In details, the optical
characterizations, conductivity value, I-V curve characterizations and morphology
characterizations have been done on this research. ITO/P3TAA/AI device also have been
made on this research. Actually, P3TAA thin film has been successfully formed using
spin coater. Spectrophotometer was used to find out the optical absorption of thin film.
The conductivity was calculated from the current and voltage value which get from four
point probe measurement. I-V curve of ITO/P3TAA/AI device has been measured by
using electrical measurements (two point probe). The thickness of P3TAA thin film is
(0.945 + 0.110) nm. For morphology characterizations, the surface of the P3TAA thin
film is not flat. The maximum absorption value of P3TAA is at 279 nm wavelengths
which are in wavelength of ultraviolet light. The average value of energy gap for P3TAA
thin film is 4.19 eV. The conductivity value of P3TAA is 84.438 x 10” Sm™". The shape
of I-V curve that we get was not in ideal curve. Even though, the device is stilled in
characteristics of a semiconductor. It is also ohmic contact. There is a particle in the
P3TAA thin film. The particle is a P3TAA which are not fully isolatable in chloroform
solution. From this research, we can conclude that the ITO/P3TAA/AIl device was shows

the characteristics of a semiconductor in thin film foam.
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